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Abstract 
In rhis paper a full noise paramerers measuremenr sysrem is presenred for chip 
rransistors clwracrerizarion in Ka band. The hardware involved is described jocusing in 
Ihe elemenrs indeed designed. Sorne accura1e S-paramerers measurement merhods are used 
in arder to obrain rhe required accur.acy. Experimental resu1rs are presemed at 30 GHz. 
Introducción 
Para obtener una respuesta satisfactoria en la realización de amplificadores de bajo 
ruido en banda milimétrica deben usarse transistores sin encapsular, o en chip. Para 
diseñarlos es preciso conocer los parámetros de scattering y de ruido para minimizar su 
figura de ruido. Actualmente se dispone de métodos para la medida de parámetros-S 
mediante el uso de un test-fixture adecuado, obteniendo resultados satistactorios hasta 40 
GHz [5] . Ahora bien, la determinación de parámetros de ruido presenta una serie de 
dificultades adicionales, por el hecho de ser una medida indirecta y en consecuencia, 
requerir la medida del factor de ruido por un lado, y la medida de coeficientes de reflexión 
a la entrada del transistor por otro. Actualmente no existen sistemas comerciales que 
ofrezcan la capacidad de medida de parámetros de ruido a estas frecuencias, además los 
datos facilitados por el fabricante son escasos, por todo ello surge la necesidad de 
implementar un sistema completo de medida que permite extraerlos con la mayor precisión 
posible. El sistema que se describe en este articulo se basa en métodos de medida ya 
ütilizados con anterioridad [1], [3] y en subsistemas hardware desarrollados a tal fin [2]. 
Sistema de medida 
Como es habitual, par obtener los parámetros de ruido es necesario disponer de 
información sobre la "supef. ,ce de ruido", es decir, conocer el factor de ruido resultante 
para diversos coeficientes de ' ' tlexión a la entrada del transistor. Los parámetros de ruido 
se obtienen minimizando un; ·unción de error adecuada. Se debe disponer por tanto, de 
un mecanismo de medida dd coeficiente de reflexión justo en el plano de entrada del 
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